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Blektronisches Bauteil rait einem Halbleiterchip, der flexible 
aufweist, und Verfahren zur Herstellung dessel- 



Chipkontakte 
ben- 



5 Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip, der flexible Chipkontakte aufweist, und .in 
Verfahren zur Herstellung desselben. 
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Bel der Herstellung von elektronischen Bauteilen mit H«lbl~- 
terchips werden unterschiedliche Materialien mit Hilfe unter- 
schiedlicher Verbindungstechnologien miteinander verbunden. 
Diese unterschiedlichen Materialien weisen unterschiedliche 
Ausdehnungskoeffizienten au£ ( so dass die Zuverlassigkeit der 
elektrischen und mechanischen Verbindung der Komponenten ex 
nes elektronischen Bauteils bei Temperaturwechselbelastungen 
gefahrdet sind. insbesondere die bei Temperaturwechselbela 
stungen auftretenden mechanischen Spannungen kennen zu Dela- 
mination und zum Abriss von elektrischen Verbindungen zwi- 
schen den einzelnen Komponenten eines elektronischen Bauteils 
fiihren, was die Zuverlassigkeit vermindert und den Ausschuss 
bei Funktionstests unter wechselnder Temperaturbelastung er- 
h5ht . 

Aufgabe der Erfindung 1st es, sowohl die Zuverlassigkeit 
elektronischer Bauteile zu verbessern als auch gleichzeitig 
ihre Temperaturwechselbestandigkeit zu erhbhen und den Aus- 
schuss beim Funktionstest mit thermischer Wechselbeanspru- 
chung zu vermindern. 
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Diese Aufgabe wird «lt dem Gegenstand der unabhangigen An- 
spriiche gelSst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abhangigen AnsprUchen. 

ErfindungsgemS* weist das elektronische Bauteil mit einem 
Halbieiterchip flexible Chipkontakte auf. Dieser flexible 
chipkontakt ist auf einer obersten Metallisierungslage des 
Halbleiter chips angeordnet und zwar in folgender Weise: Auf 
der obersten Metallisierungslage ist unter Freilassung von 
Kontaktflachen eine Passivierungsschicht angeordnet. Dxese 
Passivierungsschicht kann aus einer Keramikschicht, die Sxci- 
umdioxid und/oder Siliciumnitrid auf weist, und einer darUber 
angeordneten Kunststof f schicht zusammengesetzt sein. 

Diese unterschiedlichen Materialien auf der Oberseite eines 
Halbleiterchips sind starr und £ ormschlussig miteinander ver- 
bunden, so dass die Metallisierungslage relativ starre Kon- 
taktflachen ausbildet und die Kunststof £ schicht der Passivie- 
rungsschicht ebenfalls zumindest gegeniiber einer Kunststoff- 
gehausemasse, die den Halbleiterchip umgibt, relativ starr 
ist. Auf den starren Kontaktf lachen der obersten Metallisie- 
rungslage ist erfindungsgemaJi jeweils eine Schicht einer gum- 
mielastischen Einbettmasse mit elektrisch leitenden Komponen- 
ten angeordnet. In dieser gummielastischen Einbettmasse ist 
25 eine formstabile Kunststof fplatte mit ihrer Unterseite und 

ihren Randseiten eingebettet. Die Unterseite der f ormstabilen 
Kontaktplatte ist tiber die elektrisch leitenden Komponenten 
der gummielastischen Einbettmasse mit der starren Kontaktfla- 
che des Halbleiterchips elektrisch verbunden. 



15 



20 



30 



Das erfindungsgemalie elektronische Bauteil hat den Vorteil, 
dass sich die thermisch starker ausdehnende Kunststof fgehau- 
semasse gegenuber der relativ starren Halbleiterchipstruktur 
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au sdehnen kann, ohne das S e* zu einer Delaminat.on des fle*. 
b len Chipkontaktes kommt, da die formstabile Kontaktplatte 
des flexiblen Chipkontaktes den Verschiebungen der 
Kunststoffgehausemasse im Gegensatz zu den starren 
flachen d*s Halbleiterchip* folgen kann, ohne dass exne Dela 
mination gegeniiber dem Halbleiterchip .rfolflt. 

Je de Verschiebung der Kunststof f gehausemasse gegenuber dem 
Halbleiterchip innerhalb des elektronischen Bauteils w.rd 
durch die gummielastische Einbettmasse, in welche die form- 
stabile Kontalctplatte eingebettet ist, abgefangen. Durch dxe- 
sen flexiblen Chipkontakt in Form einer £ ormstabilen Kontakt- 
platte, die in eine gummielastische Einbettmasse mit elek- 
trisch leitenden Komponenten eingebettet ist, wird die Zuver- 
lassigkeit der elektronischen Bauteile beim Funktionstest un- 
ter wechselnder Temperaturbelastung erhSht und gleichzeitig 
der Ausschuss ventiindert- 

Die aufgrund von Temperaturwechselbelastungen auftretenden 
Spannungen im Bereich von Chipkontakten werden durch dxe fle- 
xible Konstruktion. der erf indungsgemaAen Chipkontakte vermxn- 
dert. Aufgrund der f ormstabilen Kontaktplatte kann jede be- 
liebige Verbindungstechnik auf einem Halbleiterchip £ttr ent- 
sprechende elektronische Bauteile angewandt werden, so dass 
sowohl Flip-Chip-Verbindungen als auch Bondverbindungen mog- 
lioh sind. Bei Flip-Chip-Verbindungen kann auf das aufwendige 
Einbringen eines UnterfUllmaterials, das den Zwischenraum 
zwischen den Chipkontakten und einer ubergeordneten Leiter- 
plattenstruktur auffullt, verzichtet werden. Daruber hmaus 
, kdnnen auf der formstabilen Kontaktplatte beliebig klexne 
Flip-Chip-Kontakte aufgebracht werden, zumal diese Kontakte 
nicht durch ihre Grofte die thermomechanischen Spannungen auf- 
nehmen mtissen. Somit wird mit dem erf indungsgemalien elektro- 
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nischen Bauteil eine Minderung der BauteilhShe erreicht, zu- 
ma l auf BondkSpfe, Saulenkontakte und andere hoch aufragend. 
Flip-Chip-Kontaktformen verzichtet werden kann und auf der 
formstabilen Kontaktplatte Flachenkontakte zura VerMnden .it 
5 entsprechenden Kontaktanschlussf lachen auf einer Leiterplatte 
moglich sind. 

Die Randbereiche der Oberseite der formstabilen Kontaktplatte 
konnen eine Abdeckung aus Einbettmasse aufweisen. Diese Ab- 

10 deckung aus Einbettmasse hat den Vort.il, dass die formstabi- 
le Kontaktplatte des flexiblen Chipkontaktes nicht nur kraft- 
schlussig, sondern auch formschlussig in der Einbettma S se 
verankert werden kann. Die elektrisch leitenden Komponenten 
konnen in unterschiedlicher Form in der Einbettmasse angeord- 

15 net sein. So kann die Einbettmasse elektrisch leitende Fasern 
aufweisen, die bei einem hohen Fiillgrad von 60 bis 80 Gew.% 
eine elektrische Verbindung zwischen der. starren Kontaktf 1»- 
che des Halbleiterchips und der Unterseite der formstabilen 
Kontaktplatte gewahrleisten . 

insbesondere ein Filz, der elektrisch leitende Fasern auf- 
weist, kann mit gummielastischem Material aufgefullt sein und 
die gummielastische Einbettmasse bilden. Dabei stellen die 
elektrisch leitenden Fasern des Filzes die elektrische Ver- 

25 bindung zwischen starrer Kontaktf lache des Halbleiterchips 
und der Unterseite der formstabilen Kontaktplatte her. Eine 
weitere Moglichkeit, elektrisch leitende Komponenten auf der 
Kontaktflache auf zubringen, besteht darin, feinste Bonddrahte 
durch Aufbonden eines Bondbogens auf der starren Kontaktfla- 

30 che des Halbleiterchips auf zubringen, so dass der Bonddraht 
uber diesen gebondeten Bondbogen auf der starren Kontaktfla- 
che fixiert ist. Der Bonddraht ist nach kurzer Ausziehstrecke 
aus der Bonddraht ftihrung gekappt, so dass ein frei schwingen- 
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de s Ende zur Verfugung stent. Dieser Bonddraht kann mxt sex- 
nem Bondbogen in eine gummielastische Einbettmasse eingebet- 
tet sein, wobei das freie Ende des Bonddrahtes aus der Ein- 
bettmasse herausragt. Beim Einbringen der formstabilen Kon- 
talctplatte in die gunuuielastische Einbettmasse kann dann das 
freie Ende die elektrische Verbindung zwischen Unterseite der 
Kontaktplatte und Oberseite der starren Kontaktf l*che auf dem 
Halbleiterchip herstellen. 
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Wesentlich geringere Abmessungen als Bonddrahte weisen Me- 
tallwhisker auf, die als elektrisch leitende Kompcnenten auf 
der starren Kontaktf lache chemisch oder galvanisch abgeschie- 
den sein konnen und eine flexible elektrische Verbindung in 
der gurnmielastischen Einbettmasse zwischen der Unterseite der 
formstabilen Kontaktplatte und der Oberseite der starren Kon- 
takt flache bereitstellen konnen. 

Weiterhin konnen in der Einbettmasse Nanopartikel aus elek- 
trisch leitendem Material, wie einer silberlegierung, vorge- 
sehen werden. Derartige Nanopartikel weisen einen Durchmesser 
im Bereich von einigen zehn Nanometem auf und bilden beim 
Herstellen einer gurnmielastischen Einbettmasse flexible Ag- 
glomerate elektrisch leitender Nanopartikel aus. Diese Agglo- 
merate elektrisch l«i Lender Nanopartikel HuK-en den Vot^U, 
dass sie lediglich tiber van der Waalssche-Kraf te zusammenge- 
halten werden und sich den Bewegungen der formstabilen Kon- 
taktplatte auf der Einbettmasse anpassen kOnnen und somit ei- 
ne standige elektrische Verbindung zwischen Unterseite der 
formstabilen Kontaktplatte und Oberseite der starren Kontakt- 
flache des Halbleiterchips bereitstellen. 

Eine formstabile Kontaktplatte kann zur Erhohung ihrer Stabi- 
lity einen Verbundwerkstof f aus Metall und Keramik aufwei- 



Datum 27.09.02 08:50 FAXG3 Nr: 581025 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 8 von 37) 



27-SEP-2002 07= 58 SCHUIEIGER & PARTNER +49 89 32199388 S.WSt 

FIN 405/200209495 6 



10 



15 



20 



sen. Dabei bildet die Kera»i* ain foo^abiies . 

p la «e so*,ohl F1 ip-C„ip-Konta*te als auch Bondverbmdunsen 
aufnebmen Icnn. Dazu *ann die Kontaktplatte eine 
9chl =„t 1. «atall ,.£UH«n. du.ch^igen Poren .uf en 
»L auf ibrer Oberseite von einer ^escKiossenen »«-«^ 
b ede=Kt sein. Diese 9 eschlossene Metallscbioh* auf da, Ober- 
seite erleichtert das Anbringen von starran FliP-CMp- 
Kontakten Oder von entsprechenden BonddrShten. Urn die Kon- 
ft ° . h leitenden Kom- 

taktgabe auf der Unterseite zu den elektrisch 

ponenten der guxnmielastischen Einbettmasse zu verbessern, 
Lnn auch die Unterseite der formstabilen Kontaktplatte eine. 
geschlossene Metallschicht aufweisen. 

Die strukturierte Schicht aus Einbettmasse kann von einer 
starren Kunststoff schioht insbesondere aus Polyimid umgeben 
sei n, wobei die Polyimidschicht dafur sorgt, dass sich dxe 
Einbettmasse auf Fenster in der starren Kunststoff schicht be- 
schrankt, die einen Zugriff auf die starren Kontaktf lachen 
des Halbleiterchips ermoglichen. Gleichzeitig stabilrsiert 
die umgebende, starre Kunststcff schicht die Position der gum- 
mielastischen Einbettmasse und beschrankt diese auf die vor- 
gssehenen Fenster in der starren Kunststoff schicht - 

Erfindungsgemaii wird ein Halbleiterwaf er rait mehreren Halb- 
leiterchippositionen far mehrere elektronische Bauteile g.- 
schaffen, wobei die Halbleiterchippositionen in Zeilen und 
Spalten auf dem Halbleiterwaf er angeordnet sind. Die xn D eder 
Halbleiterchipposition vorgesehenen Halbleiterchips weisen 
, die oben erorterten Eigenschaf ten und Merkmale auf und haben 
insbesondere flexible Chipkontakte, welche die Verbindungs- 
technik innerhalb eines elektronischen Bauteils vereinfachen. 
Ein derartiger Halbleiterwaf er ist eine Handelsware und wird 
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in j*a« seiner Kalbl.lterchlpposltionen T or g e«s t «, bevor 
L nlbl.lt.mf~ - Halbleiterchlps ,erei nS elt v ir , urn 
l™ t e»en. *a 5S t u«* t — Ch tl 9 e 

sntsprechend martlert un d nach den, vere.nzeln aussc^ert 
5 werden kdnnen- 

Ei n verfahren zur Hersteliung eines elektronischen Bauteils 
Z eine. Halbleiterchip, der flexibie Chipfcontakte bes.tzt, 
I,,, nac— Verfahrensschritte au f . Zunachst - £ 
10 Halbleitervafer It mehreren Halbleiterchipposxtionen xn 
len und Spalten fcereitgestellt . AnschlieSend werden »f- 
grier te Schaltungen in.jede der Bauteilposition eingebracht, 
wobei unters.hiedliche HalbleiterstruKturen i. Oberf lachenbe- 
reich des Halbleiterwaf ers realisiert werden. 

N ach dem FertigsteUen der HaXbleiterstrulcturen werden Metal- 
lisierungsstrukturen in jeder Bauteilposition aufgebracht mxt 
starren Kcntaktf lachen in einer obersten Metallisierungslage. 
Urn die starren Kcntaktf lachen zu begrenzen, wird exne fla- 
20 chenstrukturierte starre Kunststof f schicht unter Freila S sen 
der Kcntaktf lachen in Fenstern der Kunststof f schicht aufge- 
bracht- in diesen Fenstern werden anschlieAend die flexiblen 
Chipkontakte realisiert. Dazu wird zunachst eine flachen- 

strukturierte Schicht einer gu^mielastischen Einbettnvasse -it 
25 elektrisch leitenden Komponenten in die Fenster der starren 

Kunststof f schicht eingebracht. AnschlieAend wird auf diese 

gununielastische Schicht in jedem der Fenster eine fonustabxle 

Kontaktplatte aufgebracht. 

30 Nun kann der Halbleiterwaf er in Halbleiterchips getrennt wer- 
den, und diese kSnnen auf einen Schaltungstrager aufgebracht 
werden. Nach einem Verbinden der formstabilen Kontaktplatten 
mit entsprechenden Kontaktanschlussf lachen auf dem Schal- 
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u a kte Oder tiber AuUenkontakte wird 

d " o lie - h - Ln zu-Z Hiize einez Tzanezez.cld- 

vezpackt. Dieses , u£ae bza=ht wezden und in ezn.m 

, erf 3hzena - ^" te "^Xr menzere elektzoniscne Bau- 
V.rzahren.echzitz glezchzelt^g fur Auoh ein . 

EinzelferZigung von emzelnen 

..^h.nstzuktuziezzen guzzaielastizchen 
ZM n Hezatellen einez flachenztzuk 2unac hsz 
ScbicbZ «i« eX.ktziech leitenden *™ ^ 

in den au 9 ^;« de K :; taktflaoh . n £ i- 

t; r d entr ^: . — - 

xiert und bilden rrei y «„fnrtjraeht: werden, 

£reien Enden der BsndbOgen in Kontakt tntt. 

Mno lic=hkeit zu» Hezatellen dez f lachenatzuktu- 
0 Eine weiteze MBgli^hkeit *™ .Lktrlach leitenden 

ri erten guauzielaatizchen SchichZ mzt elekbne* 
„en«n beszebt dazin. zanacnzZ die g^zelaaZiacha 
bet » 5S « miz alekzziscb leizanden Kronen ten. * 

!5 rr.: ::c^u, — ^ - 

mat disser u^s M=rtrt „ ar -tikel und/oder dxe Me- 

bilen Konzakzplatte liez.rn dze Hanopaztikel / ^ 

Zallfazezn die elektzizehe Vezbindung z»iS=han 
Kentakt.laahen dez HalbleiZezehipz und dez OnZazaeize dez 
30 formstabilen Kontaktplatte. 

Du z=h Aufapurtern einea vezbundwezkstof zz aua Keza^ik und Me- 
zall ,u t die guzzzieiaaziacbe Sznicbz ,iz enzehlieBende» 
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st rukturieren der aufgeaputt.rten Schick 

stoff kdnnen ««-t*U. Kontaktplatten in den Fenater, d 
st erren Kunatetoffechicbt auf der Obereer te d.a H blerter 
ch ips -,« tellt werd.n. ' und 

dee Verbundwerkstoffs kann au£ drese Schicht 
Metal! aina raina Metallachicbt =u^ : warden, dre 
oleichzeitig oder nacheinander flachei.struttur.art werden 
lonnen » die for*atabilen Kontaktplatten in den Fenatern 2 u 



bilden. 



■ W eiterbin kann as vorgeaahen warden, dasa zunachat auf dra 
elaatiacbe Sebicht in den Fenetern eina ^alXacnrcht , 
br echt wird, u. dan Kontakt auf der Unteraexte au dan elek 
trisch l.itandan Kc^onenten der gu™.ielastie=b.n 

16 sse ru .erbeaaern und ansehliefcend eine por S ae 

Wit D urcngan,aporen aufgebraobt wird. Abae ^'^^ 
eine Hetallscbicht unter Auffull.n der Durohgangeporen auf 
de. Haibleit.rwefer ebgeschieden. und scblieAlicb 
Bildung von Kontaktplatten auf den Fenstern die*. Scbrehten 

20 f l^chenstrukturiert:. 

zusaruuenfassend kann feetge.tellt warden, daaa mit der erfin- 
dungegemaA.n verbindungetechnologie ther^echamscher Stress 
d urch den flexiblen Chipkontakt ver»indert wird. Damit werden 
25 typisohe Versagensmeohanismen, wie Bruchflachen in der Nab. 
" von Chipkontakten vermieden, weil der erf indungage^e flexi- 
ble Cbipkontakt guaanielastisoh naohgeben kann. Fa wird aomxt 
ein gv»mielaatischer Effekt aowobl in der Ebene der Kontakt- 
platten ala auoh zu den tiefer liegenden Metallebenen er- 
30 reicht- 

Die lateral* Eiabettung der f lexiblen ChipKontakte wird durch 
Herstellen von Fenstern in einer starren Kunststof f schicfct 
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Halblaitarohips wird durch dxa 6b. guOTtlielast i s chan 
chan alaXtriaoh l.itandan Konponantan in 
Einbettmasse arreicht. 

guim ieias t i S =ha «a»sa « arra.ohan - - Randbereich e da, 

srfle varanfcarun, z» ga-abrlaistan. .»* -« ^ _ 

^i^xiblen, anxsotrop ieiteiw«? 

Konta^fiache von dar flexile . Mater ials 

b.d.o*t. Dia ^l^XlTaZ »„ aiettrisch lai- 

„„ d an — ■ ^^fi: Mn „ insb esonda t * durcb Kin- 
aufgenommen werden, erreic . no irt-ciaoh leiten- 

bau TO n — , von ^^1. 
dan Fa.arn und/odar van Nanopartikaln va 

Dle E££i »« -ird n U n anband von dan baiiiagandan Eiguran 
) naher erlantert. 

2e ig t ainan seha-atiaoban Qnaraobni« durcb ainan 
£1 axiblan Cbip*on t a k t auf aina* Halblaita.chxp 1- 
„ eI arstan Rusf ttbrungsf arm dar Erfindung, 

Mifl t ainan sohamatischan Quaracnnitt dumb ainan 
fiJLi.n Cbip*on« kt au£ aina* Haibiaita.ob.p =x- 
nar zwaitan Ausfuhrungsf orm dar Erfindung, 

, 2 aiot ainan ach.r»a t ia=hen Qoaraohnitt duroh ainan 
30 Fl9ur 3 »^ chipkontakt einem Halbleiter obip.ai 

nar drittan ausf Uhrungsform der Erfindung, 



Figur 



Figur 
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, .eict einen schematischen Querschnitt durch einen 
Figur 4 ^xn ^ f Halbleiterchip ei - 

ner vierten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

• , zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
5 Fl9Ur 111 erbauteil .it eine. f— Chip^t 

g L* der ersten ,usf« f - der Erfxndung, 



10 



15 



Figur 6 



20 



25 



2 elgt .in. schematises perapeKtlvische Analcht el- 
nes „ a l b lelterwafers I* Hainlelrernhlpposrtronan. 

Figu r 1 zelgr e in .n ,nne m a t l==nen ^Viner"^- 

w i. , at f i auf einem Halbleiterchip 2 emer er 
flexiblen Chipkontakt 3 auf em Halbleiterchip 2 

* ^ hoy- Erfindung. Von dem HalbleitercnxF 
sten AusfUhrungsfortn der Erfxndu g Metallisi e- 

in dieser Querschnittsansicht nur die ooers 
ist in dieser u ae ringen Dicke zwischen 

rungslage 4 zu sehen. Aufgrund * hr ~ der Metalll - 

0 5 und 2 urn, sowie wegen der intensiven Haftung der 
1 rig aurden Material de S Halbleiterchip^ 

Kontaktriachen 5 der oberaten ^^^^J^ eip 

. j^w-irf sie sind zwar fur ein eonaeri v 

starr und unnachgiebig . 5ie axnu 

LlBten van Aunantont-aKten geeignet, ledoch .tent dr. Ver 
tlndungltelle b.1- Slnbrlngen der Halbleiterchlpa in - 
brndungasteixe aelastung von Saherspannun- 

Bauteilgehause standig unter der Belastu g 

ge „ aufgrund das garingen the OT ls=hen Auadennungafcaerf m« 

fen .111=1— -d dee - »enr ala den raKtar 

/en Auadehnunga^errlalenten dar u.gef.nden Kunst.ta. ge* " 

3eMSSe . Die atarran Konta.tfiaO.n aur da* 

„ *,,-r das versagen von eleKtro 

terchip sind somit eine Ursache fur das ver g 
niscnen Bauteilen bei Temperaturwechselbelastungen. 

Die starre Kontaktf l*ch* 5 ist von einer starren ™^ 
sch icht 24 uxngeben, die Fenster 29 aufweist, welche die Kon 
: a ;tf™ 5 -eigeben. - diesen Astern 29 der starren 
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10 



«. OA 1st eine cpommielastische Einbettmasse 7 
KunslstoffsCicht 24 „ ein ■ ^ die e i ek trlsch 

^ ielaStl ! Ch n 8 aufwelst. In die ^lelastlsche Mas- 
ieitende Komponenten 8 * uf "* ihrer tjnterseite 

7 ist e ine - t a,tP ^ ^ Die 0nterseite 

10 und Ihren Randse.ten 11 -d 12 2 sin d 

10 der Kontaktplatte 9 und die star gunCCli ela- 

, • ^ leitenden Komponenten 8 in oer y 
utt er die eieKtrrsdb l.i« d mitein8nder verbunden. 

sti s=ben Einbettma " e ; £ S o ^ tab ile Kanta«pia«e 9 au f der 
PraRtisch schwi^t die tor***. ele * t ri=dh 

^eiaatiaeben ^~»-J e „en Kon»* t — S - 
leitenden Komponenten 8 mt 



bunden. 



15 



20 



25 



, ^ la f tP 9 in der Einbettmasse 7 zu 
un die for.arabile Konraktplatre 9 in d Kontakt . 

ve ran k ern, eind ^ ^ Kinbab^es. 

pla «e 9 VO n eine, , ^ ^ , in 

, b edec, t -ne derate ^ ^ ^ 

ihE em pandbarerbh 34 der M und ihren Bid- 

der K -"" P ^ e a ^ br : h oht wetdan . Di e fertile Konia,,- 
aeiC en li und 1 sM „, sia kaM1 aber aur 

plabbe 9 «t zwar xn arch « Terschoben warden nnd 

der flexiblen Einbettmasse 7 laterai v huBgsu<sise 
som it eventueiien Scherspannungen ^^J^^^ 
derartig. Scherspannungen abbauen ^ „ der 
KcntaKt uber die elextrisch ieitenden Kompe-nenten 
starred Kantaktf l.che S unterbrachen wrrd. 

» —tabilitW der Kontaktplatte ru gewahrleisten, iat 
Um die Formstabrlitat de Erfindu ng mehrschiehtig 

•„ .rsten Ausfiihrungsf orm der sitiMmw 

^ " n . stability wird durch eine pardse Keramik- 
aufgebaur. Dre Stabrlrt« ^ ^ 

schitht 23 errercht dre affene die d9r 
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• 23 mit elektrisch leitendem Metall kann auch da- 
durch erreicht werden, dass em 
und Metall die Keramikschicht 23 bildet. 

50 x 50 um 2 - Diese Kontaktplatte 9 x.t vo zwischen t 

^iela^ischer Binbe™* 7 .it exner Bre.te^wi 

nie oummielastische Schicht 5 unternax 
und 5 ° 9 weist elne Dick a »vi^ e n 2 und 

formstabilen Kontaktpiai^e = nicke 

15 demnach zwischen 7 und 50 urn. 

Di e elektriech ieitenden Kcaponenten 8 eind in diea.r ereten 
*.Irahrun,erar* der Erfindun, Metallwhiaker, die noch vc ez 
_ » u£ brin,en ein.r ^.laatiac, " ^r^l - 
20 atarren Kontaktfiache chemzach Oder galvanzach aB9 

warden Fur dieaee Whieker-Wachstu* wardan entepr.chende 
^dbedin^en bei da, Abscheidun, ein g eateUt. Dabei wezden 
La whisker 1* da, atarren Kont.ktflache 5 feat v.rbunden 
und kannen. da aia euAerat flexibel sind, .it ihren frez.n 
25 Enden ana dar einzubrzns.nden g «mielastiechan Schzcht 6 bar 
ausrasen. so daaa sze elektriedh .it der 

stabilan Kontaktpl.tte 9 verbindbaz sind. Dar Durchmeseer 
di eser Whisker 11.0* Sereioh zwischen 0,5 und 3 pm. 

30 Sd.it wird -nit dieaer ersten Ausf U hrun g sf enu der E *<™ 

ein flexibier fiacher Chipkont.kt 3 g eachafren. an dan «xt 
talbar riachleiterstruktur.n ainar L eiterpiatte »»»«= h ™ 
Lden k»n„en, wcbei die Leitarplatta einan wesentlzch g ro»a- 
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5 



i. ri« Halbleiterchip 2 aufwei- 

se n "-";.° h h n % da ;; et d einer 0n , erb ,aa„ung da, 
Kon,a*, £ l»=ha deE Lelterplat « salba, bei 

Verbindung zu der Struct 

sx ,,amar Tampe,a,u,b.laa,ang auf,,a,an Kann. 

,. r 2 zeigt .men s = h ama,iaa h an Qua,a=bni,t durch ainan 
Figur 2 zeigt em«. o.iM^iterohip 2 einer 

£1 e» ib len chipfcan,.*, 3 au £ ™ ^ mit glei - 

chen Funktionen wie in Figur 

chen gekennzeichnet.und nicht extra er6rt:ert. 

De , u^erschied des flexiblen »iP^- 

, ^ m flexiblen Chipkontakt 3 der ersten 

, «*»*<»r^ der gujmielas , isc han E inba,,masaa 7. 
,andan Kampanant-n a m dar g Erfindung wurdan Bond- 

In diasar zwaiten Ruaf ohrung.f arm dar trfma » 
L„ t e mi,,ala Bandbdgan au f da, s,a,,an Kan ab, 
dam Fanatar 29 ganonded and di* aonda,a»u« =3 . » 
C van dan Bandbdgan 17 abgazagan. Diaaa fra.an zndan 1 — 
aanaana, aua da, g„mmialaa,iscban Sahiab, 6 nacb ^ 
b ,ingnng and S,,u*,u,larung barausragan, aa daaa - ^ 
siaharan alaJctaiaahan Kan,ab, mi, dar Un,a,a«te 10 daa fa 
"aallan Kan,ab,pl.,ta 9 bildan. Fa, das Einb,ingan van Band 
!5 Tdgan 17 mi, B<,ndd,»b,an 1, is* dia Oicba de, ^ 
schicht 6 unter der Kontaktplattie 

.1. ^ der a,a, e n - - 

u „d ,aia B , bis an daa abars,. MaB van 25a™ baaan. Ala Band 
drab,a 16 wa,dan Galddrah,a mi, minimalam Duzabmassa, a,nga 
30 act,,, der zwisahan 8 und 18pm liagt. 

P i9ur 3 zaig, ainan aahama,ia=ban Quersabni,, dura* ainan 
fiexiblan chip*an,ab, 3 auf ainam Halblai,a.=bzp 2 azn.r 
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extra erQrtert. 

5 . .^r.nosform der Erfindung kbnnen au- 

B ei diaaer dri«an »»««^»^ > gumielaatisch e Scniehr * 

zviaahan flel starren Kantaktflacn ellt 

» — l -^^r«T^l« gazLh t . die aieh 
Einbettmasse Nanepartzkel Einbattmasae zu 

»ch,.r da, Ertaiten d.r gummialastischen E 
fLxiblen ftgglomerat.h 20 aufgrund ihrar 
van der Waalaachan Anziehungazraf te zusaa-.na.ahan. 

5 niesa aehr iecaeran van der Waalaaah. Bindangen der »anopar- 
"al 9 in den R ggio»era t en 20 allien, aa, daaa are* dr* 
t !tLrat. 20 dan untaraahladlichan Bewegungen der formal 
III K ^ la«a , gegen a ber der ararren _ 
aUaan and eine eleKtrieene Verbindung zwieehen dr Unbar 
seita X0 dar Konta*tpla«a 9 and dar ^""""^ 
ge-ahnararan. Eine gu^ielaetiach. Schichb 6 
:,„ op ,rr ik aln 19 «nn acir b.sonderz in dan unraran « 
fcereichen van 2 bia 8 V™ <«■ einan fleziblen ChzpXentazZ 
25 gesetzt werden. 

Fi gur 4 zeigt ainan achez.abizchen Quaraahnitt durch einen 
fl e*iblen Chip*e„Za*t 3 auf erne* Haibleiterahip 2 azner 
vierten ^uafahmngafem dar Erfindung. Kemponenren art giar 
30 Chan FunKtionen wia in dan varh.rgahanden A usf Q hrungs™ 
Irdan It gieicnen Bezugaz.iehen gezennzeiehnez and nrcht 



extra erortert. 
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«-u rt „f 0 rm der Erfindung unterscheidet sich 
Die vlerte ' — 

v on den "^^^ die E inbettmasse 7 Metallfasern 

elektrische K 7°; e ; i t f e i n iz 8 e ;: ingebracht sind. Oiese Ketallf - 
in Form eines Metallizes g ^ wer _ 

5 sern .eisen Ou^esse, ^ ttlasse mit diesen 

den beim Ki"*« der . gu-x.1 dass ein sicher er 

Ku rZ fase,n derart miteinander Rontaktf 1Sch e 5 und 

t- ^avt- zwischen der starren ^ 

el9k " ^"^To L7or»ata»il.n „ n t.«pl.«. » 
der U ntara el ta 10 dar formst abila Knnta*tpla«a 9 

10 ,«t wird. Darker hinaua «j Metalls chi=h t 22 be- 

au eh au£ inrar Unta.sa.ta 10 »t elektrlsch ul- 

aackt, die far e i M » alcheran „ erfilzten elaktri- 

te nd.n Kbn,p=nan«n in «» von meinande. 
schen Fasern 15 sorgt. 

mittl Be., der fl ^ _ metallisie rten 

rr; it r;o s dei , 0.33, — 

20 Bereich der Dicken liegt zwischen 8 und 15um. 

h^tischen Querschnitt durch ein Halb- 
Figur 5 zeigt einen schematised u erst en 
v, i mit einem flexiblen Chipkontakt 3 der ersten 

leiterbauteil 1 mit rrleichen Funk- 

* _ Frfindung. Komponenten mit gleicnen 

25 rrnTirr^:— — 

gl ei C hen Be^saaicben g e,an„aaichnat und n.cht extra 



tert . 



30 



• 2 ist mit seinen flexible* Chipkontakten 3 

.per Halblexterchip 2 ist mit Ausbil dung des GehSu- 

in einer Kunststof f gehausemasse 35 Z ur Ausbil g 
es 32 aingebettet. Diese Kunststof f gehausemasse 35 ist auf 
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* teilweise Durchkontakte 37 und teilweise Umver- 

ge n auf, dx. ^""^^i.^. Auf der d» Halbleiter- 

chip 2 zugewandten Lage d AuS fuhrungs- 
ta nschlussfiachen 31 angeordnet, f« 1 3 9 It 

de „ £lwibl.n ctaptontakten 3 de 

si nd. JU-t.ll. von LOtbsllen Kennen „ eine* hi 

zeigten B.iapz.1 auch «»«*»^ die Bau „ ilh0h e zu 

tanachluseflachen 31 angeordnet aein. 

10 minimieren. 

D « cesser di.aer m i*r M *opi.=h ^^."^"^j^ 
En « 1n Hiesem Ausftihrungsbeispiel, wahrena 

T tLtflachen, .»f denen die AuAenkontekte 36 a n g eord- 
T^rl 'Z ^tatoPPlaOcschieht « auf de* Schai- 

20 ::::::: hi v******-. » : 

£ItU—r ver„endet warden, eine elektziaahe 
Aachen der ,r a gerplette 30 „it ih~n 
chen 31 und dem Halbleiterchip 2 mit semen 
25 fJLxtan 3 » gewahrieieten. & ueh in diese* 

rail Kann dia Bauteilhdh. daa eie k tr=nza=hen Baute.is 

sontlich vermindert werden. 

Pigur 6 zeigt aina s=hea*tisehe perspeKtiviech, Anaicht ainea 
30 25 1* Baihieit.rchippoeitionen 26. Kd,pa- 

» » mit gleiahen PunBtionen wia in dan vorherg.henden Aus- 
nenten m , -leichan Bezugazeichen gekennzerch- 

fuhrungaformen werden mit gleicnen 

net und nicht extra erortert. 
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27 auf da. Ha— « 2 - t^i.-n 

ein an Ka^te^ „ 2 Qber en „ prechende M as- 

MSaa ; i Di ».io»-c ta olo 9ie Oder lonaniK.piantatian- 
k a„ra=hn=l= 9 ie. D *"* sttollm5 „ t r,™r.n in Jadar 

3«chno!o gl e , uf diesen Hal blai t a~ h ip — - 

Car Bautailpoaitionan ward Bau t.ilpositionen 
ra Matallisiarungsatruicturan in :adar Het , llis ia- 
- vrtnt-aktfiachan in einer obersten net* 

„ ird scniiaEUch aina '"-"^-^i^^,^ 
a t offa=hi=ht auf dau gaaamtan Wafai aus * 

und anacbilaE.nd It aina, ^^ZTZZTJZ ^- 
den starren Kunststoff aus Polyimid Fenster ex g 
che die starren Kontaktf lachen freilegen. 



10 



15 



20 



25 



30 



Auf diesen starrea Konta.tf l.chen k0 nnen elefctrisch leitende 

• v^ilwhiskex Oder Bonddrahte aufgebracht 
Komponenten, wie MetallwnisKer oa ^„ aae!(a ein - 

„ardan and anschliaBand ,aii«aiaa in aina, Einba™ am 
"aba«. t »ardan, ada r as *ann aina Einbat^aaaa mi, ale* 
Lac, iai.and.n K n„p»nan«n — '^""Taf ar auf- 
dann aina S<=hicht an, diaaar Einbatwassa auf dan Wafar 
"gan waxdan, wnbai diasa ScbiC* dann fx a cb.n S t™i.« 
Ld und nur naab in dan Fanstaxn da, ataman ~ t d«- 
achicht varbiaibt. Danaah wird iawaila in .adam dar Fanatar 
aina formababila K=nta kt pla~a anf da, •™ 1 ^- t "*~ 
Sabich* bargaabaUt. -it P^isch ein .i.xibia, cbipKon 
t.kt in jadar Kontafctf lacb.npa.ition ainaa Halblaltarchlpa 

Malbleitarwafer und damit for mahrera 
fur einen gesamten Halbieiterwuie 

Halbleiterchippositionen gleichzeitig realisiert: wxrd. 



Datum 27.09.02 08:50 FAXG3 Nr: 581025 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 21 von 37) 



27-SEP-2082 08=03 SCHUJEIGER 8. PARTNER +49 89 3219*** *.^'*< 
FIN 405/200209495 19 

wie ihn Figur 6 zeigt, 

Ein derartiger HalDJ.e« Tre nnlinien 42 zu 

. rrrr:i: rr;;r;:: KO „ ta ^ :r — - 

.i^trisoh verbunden werden. 
Schaltungstragers elektriscn v 
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Bezugszeichenliste 

X elektronisches Bauteil 

2 Halbleiterchip 

5 3 flexible Chipkontakte • 

4 oberste Metallisierungslage 

5 starre Kontaktf lSchen 

6 Schicht 

7 gummielastische Einbettmasse 

10 8 elektrisch leitende Komponenten 

g formstabile Kontaktplatte 

10 unterseite der Kontaktplatte 

11, 12 Randseiten der Kontaktplatte 

13 Oberseite der Kontaktplatte 

15 14 Abdeckung der Kontaktplatte 

15 elektrisch leitende Fasern 

16 Bonddr&hte 

17 Bondbogen 

18 freies Ende der Bonddrahte 
20 19 Nanopartikel 

20 flexible Agglomerate 

21 Metallschicht auf der Oberseite der Kontaktplatte 

22 Metallschicht auf der Unterseite der Kompaktplatt 

23 Keramikschicht 

25 24 formstabile Kunststoff schicht 

25 Halbleiterwafer 

2g Halbleiterchipposition 

27 Zeilen 

28 Spalten 
30 2 9 Fenster 

30 Schaltungstrager 

31 Rontaktanschlussflachen ftir Chipkontakte 

32 Gehause 
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33 Oberseite des Halbleiterwaf ers 

34 Randbereiche der Kontaktplatte 

35 Kunststoffgehausemasse 

36 Aufienkontakte 
5 37 Durchkontakte 

38 umverdrahtungsleitungen 

39 Lotballe 

4 0 AuBenkontaktflache 

41 Lotstopplackschicht 

10 ' 42 Trennlinie 
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Patentansprtiche 

1 Elaktronisches Bautail nit aina* Halblaitarchip <2> , der 
£1 a Xl bla chlpkantakt. <3, .u*»i.*. wob.l . 
Ms talli.iarun,sla g a ,4, a« Halblait.rchxpa (2) "arre 
Kontaktflachan (3) aufwaist, au£ danan 3 «.xX- etna 
Scbicht «) einar ,u-iala.tiscban Einbat™ m 
alektrisch laitandan Kompananteh (8, ane,aordnet x.t .und 
„ ob ei eine far.atabila Kontaktplatta «., »t ^ D n- 
tarsaita ,10) und Ihran aandsaitan 111. 12) » dar ton 
fcetfoassa ,7, ainnabattat 1st und wobai „ani g stens d,a 
0nte «aita (10) dar Kont.ktpl.tt. <S» ubar dra alak- 
triaoh leitandan Kompcnantan (9) dar Einbattmasse (7) 
'Bit dar Kontaktflacha (5) das Halblaitarchips (2) alak- 
15 trisch verbunden ist. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet,dass 
Randbereiche (11. 12) der Oberseite der Kontaktplatte 

20 (13) eine Abdeckung (14) an, Einbettmasse (7) aufweisen. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Einbettmasse (7) elektrisch leitende Fasem (15) 

25 aufweist* 

4. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennze.ichnet, dass 

die Einbettmasse (7) einen Filz aus elektrisch leitenden 
Fasern (15) aufweist, 

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet , dass 



30 

5. 
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die Einbettmasse (7) Bonddrahte (16) aufwe.st d,e durch 
Bon^en (17) auf der -t-tfUd- (5) ^ ™* 
und deren freie Enden (18) mit der Unterseite (10) 
Kontaktplatte (9) in Kontakf stehen. 



6. 



10 



15 



20 



25 



30 



Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Einbettmasse (7) elektrisch leitende Nanopart.kel 
(19) aufweist. 

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Einbettmasse (7) flexible Agglomerate (20) elek- 
trisch leitender Nanopartikel (19) aufweist. 

,. Elektronisches Bauteil nach einem der AnsprUche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die Kontaktplatte (9) einen Verbundwerkstof f aus Metall 
und Keramik aufweist, 

9 . Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kontaktplatte (9) eine Keramikschicht (23) mit me- 
• tallgefullten durchgangigen Poren aufweist, wobei die 
Oberseite (13) und/oder die Unterseite (10) der Kontakt- 
platte (9) mit einer geschlossenen Metallschicht bedeckt 

1st- 

10. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprttche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schicht (6) aus Einbettmasse (7) von einer starrer 
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11. 



10 



12 



15 



20 



25 



30 



Kunststoffschicht ,24). in.b.schdere aus Pclyi-id, u.ge- 
ben ist. 

Halbleiterwafer mit mehreren Halbleiterchippositionen 
(26) «r mehrere elektronische Bauteile (1) nach e.nem 
der AnsprUche 1 bis 10, wobei die Halbleiterchipposxtio- 
nen (26) in Zeilen (27) und Spalten (28) auf dem Halb- 
leiterwafer (25) angeordnet sind, und jede der Halblex- 
terchippositionen (26) flexible Chipkontakte (3) auf- 
weist und wobei der Halbleiterwaf er (25) zu Halbleiter- 
chips (2) vereinzelbar ist. 

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
(1) mit einem Halbleiterchip (2), der flexible Chipkon- 
takte (3) aufweist, wobei das Verfahren nachfolgende 
Verfahrensschritte aufweist: 

- sereitstellen eines Halbleiterwafers. (25) mit meh- 
reren Halbleiterchippositionen (26) in Zeilen (27) 
und Spalten (28), 

Einbringen einer integrierten Schaltung in jeder 
der Bauteilpositionen (26) , 

Aufbringen von Metallisierungsstrukturen in jeder 
der Bauteilpositionen (26) mit starren Kontaktfla- 
chen (5) in einer obersten Metallisierungslage (4), 
Aufbringen einer f lSLchenstrukturierten starren 
Kunststoffschicht (24) unter Freilassen der Kon- 
taktflachen (5) in Fenstern (29) der Kunststoff- 
schicht (24), 

Herstellen einer f lachenstrukturierten schicht (6) 
einer gummielastischen Einbettmasse (7) mit elek- 
trisch leitenden Komponenten (8), welche die Fen- 
ster (29) in der starren Kunststoffschicht (24) 
auffullt, 
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_ ftu£ brin 9 sn Jeweila sine, foo^tabiXea KontafctPXatt. 
,9, auf die g^eXastische schicht (6) in 3 — 

der Fenster (29) f . 
. Trennsn das HaXblaiterwafer, (25> in HaXbla.ha, 

- ZTri^n dar HalbXeiterchips <*> auf schaXtungs- 
trager (30), 

. verbinden der Kontaktplatten (9) It Kontaktan- 

schlussflachen (31) auf den Schaltungstragern (30), 

- Verpacken der Halbleiterchips (2) auf den Schal- 
tungstragern (30) in einem Gehause (32) . 

12. ' Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

zum Herstellen einer f lachenstrukturierten gumnu.ela.ti- 
schen Schick (6) mit elektrisch leitenden Komponenten 
(8 , zunachst in den Fenstern (29) Bondbogen (17) aufge- 
bondet werden und anschliefcend die BondbSgen (17) in den 
Fenstern (29) in eine gummielastische Schicht (6) exnge- 
b ettet werden, wobei freie Enden (18) der Bondbogen (17) 
au s der gummielastischen Einbettmasse (7) herausragen. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

zum Herstellen einer f lachenstrukturierten gum^elasti- 
S chen Schicht (6) mit elektrisch leitenden Komponenten 
(8) zunachst die gummielastische Einbettmasse (7) nat 
elektrisch leitenden Komponenten (8), insbesondere mit 
Nanopartikeln (19) und/oder Metallfasern (15) gemischt 
wi rd und anschliefiend die Fenster (29) mit dieser Mi- 
s chung aufgefiillt werden. 
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15. 
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Verfahren nach Anspruch 11 oder Anspruch 13, 
, aH ,. rch gelcennzeichnet, dass 

Z l f in en ^weils einer for.stabilen -ntaktplatte 
" auf die gu^ielastische Schick (6) in den Penstern 

29), ein Verbundwerkstof f aus Keramik und Metall auf 
die gur^nielastische Schicht (6) auf gesputtert und an- 
schlieAend zu Kontaktplatten (9) strukturiert wxrd. 

Verfahren nach Anspruch 11 oder Anspruch 13, 
dadurch gelcennzeichnet, dass 

zum Aufbringen ieweils einer formstabilen Kontaktplatte 
l9) auf die gummielastische Schicht (6) in den Fenstern 
(29 ) zunachat eine Metallschicht (22), anschlieSend e.ne 
porese Keramikschicht (23) mit Durchgangsporen und ab- 
schlieliend eine Metallschicht (21) unter Auffullen der 
Durchgangsporen auf dem Halbleiterwaf er (25) abgeschie- 
d en und anschliefcend zur Bildung von Kontaktplatten (9) 
auf den Fenstern (29) strukturiert wird. 
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Zusammenf assung 

CWpkonfkt. aufwsist und Vertahran zur Ha.stsllunc, deasal 
5 ben. 

p ie Erfindung betrifft ein ele.tronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip (2), der flexible Chipkontafcte (3) aufwexst. 
Di . S e flexible Chipkontakte (3) sind auf einer obersten Me- 
10 tallisierungslage (4) angeordnet und weisen eine formstab.le 
Kontaktplatte (9) auf, die mit Kontaktf laehen (5) der ober- 
sten Wetallisierungslage (4) uber eleKt risen leitende Kompo- 
nenten "(8) in einer gummielastischen Einbettma.se (7) verbun- 
den sind. Daruber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren 
15 zur Herstellung eines derartigen elektronischen Bauteils. 



[Figur 1] 
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